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Beschreibung 

Schaltungsanordnung mit Taktsignal-Ermittlungs-Einrichtung 

5 Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung gemafi 

Oberbegriff des Anspruchs 1, sowie ein Halbleiter-Bauelement 
mit einer derartigen Schaltungsanordnung, 

Bei Halbleiter-Bauelementen, insbesondere bei 
10 Speicherbauelementen wie - z.B. auf CMOS-Technologie 

beruhenden - DRAMs (DRAM = Dynamic Random Access Memory bzw. 
dynamischer Schreib-Lese-Speicher) werden - zur zeitlichen 
Koordination der Verarbeitung bzw. Weiterschaltung der Daten 
- sog. Taktsignale verwendet. 

15 

Bei herkommlichen Halbleiter-Bauelementen wird dabei i.A. ein 
-auf einer Einzel-Leitung anliegendes - Einzel-Taktsignal 
eingesetzt (d.h. ein sog. „single ended"-Taktsignal) . 

20 Die Daten konnen dann z.B. jeweils bei der ansteigenden 

Taktflanke des Einzel-Taktsignals weitergeschaltet werden 
(oder alternativ z.B. jeweils bei der abfallenden Einzel- 
Taktsignal-Flanke) . 

Des weiteren sind im Stand der Technik bereits sog. DDR- 
Bauelemente, insbesondere DDR-DRAMs bekannt (DDR-DRAM = 
Double Data Rate - DRAM bzw. DRAM mit doppelter Datenrate) . 

Bei DDR-DRAMs werden - statt eines einzelnen, auf einer 
30 Einzel-Leitung anliegenden Taktsignals („single ended"- 

Taktsignal) - zwei auf zwei getrennten Leitungen anliegende, 
dif f erentielle, inverse Taktsignale verwendet. 

Immer dann, wenn z.B. das erste Taktsignal der beiden 
35 Taktsignale von einem Zustand „logisch hoch" (z.B. einem 
hohen Spannungspegel ) auf einen Zustand „logisch niedrig" 
(z.B. einen niedrigen Spannungspegel) wechselt, andert das 
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zweite Taktsignal - im wesentlichen gleichzeitig - seinen 
Zustand von „logisch niedrig" auf „logisch hoch" (z.B. von 
einem niedrigen auf einen hohen Spannungspegel) • 

5 Umgekehrt andert immer dann, wenn das erste Taktsignal von 
einem Zustand „logisch niedrig" (z.B, einem niedrigen 
Spannungspegel) auf einen Zustand „logisch hoch" (z.B. einen 
hohen Spannungspegel) wechselt, das zweite Taktsignal 
(wiederum im wesentlichen gleichzeitig) seinen Zustand von 
10 „logisch hoch" auf „logisch niedrig" (z.B. von einem hohen 
auf einen niedrigen Spannungspegel) . 

\w In DDR-DRAMs werden die Daten sowohl bei der ansteigenden 
Flanke eines entsprechenden Taktsignals, als auch bei der 
15 abfallenden Flanke des jeweiligen Taktsignals 
weitergeschaltet . 

Damit erfolgt in einem DDR- DRAM die Weiterschaltung der Daten 
haufiger bzw. schneller (insbesondere doppelt so haufig, bzw. 
20 doppelt so schnell) , wie bei entsprechenden, herkommlichen 

DRAMs mit Einzel- bzw. „single ended" - Taktsignal - d.h. die 
Datenrate ist doppelt so hoch, wie bei entsprechenden, 
herkommlichen DRAMs. 

DDR-DRAMs weisen zwei Taktanschlusse auf, wobei beim normalen 
Arbeits-Betriebs-Modus des DRAMs - von einem externen 
Taktsignal-Geber - an den ersten TaktanschluB das o.g. erste 
Taktsignal angelegt wird, und an den zweiten TaktanschluB - 
ebenfalls durch den externen Taktsignal-Geber - das o.g. 
30 zweite, zum o.g. ersten Taktsignal inverse Taktsignal. 

Wird das DRAM - vor der eigentlichen Inbetriebnahme - z.B. 
mit Hilfe eines speziellen, externen Testgerats getestet 
(d.h. statt im o.g., normalen Arbeits-Betriebs-Modus in einem 
35 Test-Modus betrieben) , werden die entsprechenden Taktsignale 
- statt vom o.g. externen Taktsignal-Geber - vom externen 
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Testgerat bereitgestellt, und an die entsprechenden DRAM- 
Anschlusse angelegt . 

Dabei konnen vom Testgerat entweder - den o.g. 
dif f erentiellen Taktsignalen entsprechende - dif f erentielle 
Taktsignale an den entsprechenden ersten und zweiten 
Taktanschluss des DDR-Bauelements angelegt werden, Oder es 
kann vom jeweiligen Testgerat lediglich ein Einzel- bzw. 
„single ended"-Test-Taktsignal ausgegeben werden, welches 
einem bei einem herkommlichen, nur ein Einzel-Taktsignal 
verwendenden Bauelement eingesetzten Einzel-Test-Taktsignal 
entspricht . 

Dieses Einzel-Test-Taktsignal wird z.B. lediglich an den 
ersten TaktanschlufJ des Bauelements angelegt (am zweiten 
Bauelement-Taktanschlufi liegt dann kein (Test-) Taktsignal an, 
sondern z.B. eine Spannung Vref; diese Spannung wird zum 
Betrieb des DDR-DRAMs benotigt, d.h. muB vom Testgerat 
geliefert werden, und kann beim Test auch an den zweiten 
TaktanschluU angelegt werden) . 

Durch die Verwendung eines Einzel-Test-Taktsignals (statt der 
o.g. zwei inversen Test-Taktsignale) konnen beim jeweils 
eingesetzten Testgerat Testkanale eingespart werden. 

Auiierdem kann erreicht werden, dass zum Test eines zur 
Verwendung dif f erentieller Taktsignale vorgesehenen DDR-DRAMs 
ein zum Test eines herkommlichen, ein Einzel-Taktsignal 
verwendenden Bauelements vorgesehenes Testgerat verwendet 
werden kann (oder ein einem solchen Testgerat entsprechendes 
bzw. ahnliches Testgerat) . 

Die Erfindung hat zur Aufgabe, eine neuartige 
Schaltungsanordnung zur Verfiigung zu stellen, sowie ein 
neuartiges Halbleiter-Bauelement . 
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Sie erreicht dieses und weitere Ziele durch die Gegenstande 
der Anspruche 1 und 10. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den 
Unteranspriichen angegeben . 

Gemaft einem Grundgedanken der Erfindung wird eine 
Schaltungsanordnung bereitgestellt , welche mindestens einen 
AnschluB aufweist, an welchen ein Taktsignal angelegt werden 
kann, wobei die Schaltungsanordnung aufierdem eine Taktsignal- 
Ermittlungs-Einrichtung aufweist zum Ermitteln, ob am 
AnschluB ein Taktsignal (/CLK, /CLK T ) anliegt (oder - 
insbesondere ob am AnschluB kein Taktsignal (/CLK, /CLK T ) 
anliegt) . 

Besonders vorteilhaft weist die Schaltungsanordnung - auBer 
dem o.g. (ersten) AnschluB - mindestens einen weiteren 
Anschluli auf , an welchen ein weiteres Taktsignal (CLK, CLK T ) 
angelegt werden kann, wobei durch das Ermitteln, ob am 
(ersten) Anschluli ein Taktsignal ( /CLK, /CLK T ) anliegt (oder 
nicht) , ermittelt wird, ob an den Anschliissen dif f erentielle 
Taktsignale (CLK, CLK T ; /CLK, /CLK T ) anliegen, oder - am 
weiteren AnschluB, nicht aber am (ersten) AnschluB - ein 
Einzel-Taktsignal (CLK, CLK T ) . 

Vorzugsweise kann abhangig davon, ob ermittelt wird, dass ein 
Einzel-Taktsignal, oder dif f erentielle Taktsignale am 
weiteren AnschluB bzw. an den Anschliissen anliegen, z.B. eine 
- speziell - fur Einzel-Taktsignale oder eine - speziell - 
fur dif f erentielle Taktsignale ausgelegte Takt- 
Weiterleitungs-Einrichtung verwendet bzw . aktiviert werden, 
die die am weiteren Anschluss bzw. an den Anschliissen 
anliegenden Taktsignale empfangt, und (z.B. entsprechend re- 
timed, und/oder re-shaped, und/oder re-amplyf ied) an weitere 
im jeweiligen Bauelement vorgesehene Schalt-Einrichtungen 
weiterleitet . 
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Im folgenden wird die Erfindung anhand eines 

Ausf uhrungsbeispiels und der beigefugten Zeichnung naher 

erlautert. In der Zeichnung zeigt: 

Figur 1 eine schematische Darstellung einer eine 
Taktsignal-Ermittlungs-Einrichtung aufweisenden 
Schaltungsanordnung gemafi einem Ausf uhrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung; 

Figur 2 eine schematische Darstellung des zeitlichen 
Verlaufs der bei der Taktsignal-Ermittlungs-Einrichtung gemafi 
Figur 1 verwendeten Ref erenzspannung, und des zu ermittelnden 
Taktsignals . 



In Figur 1 ist eine schematische Darstellung einer 
Schaltungsanordnung 1 mit einer Taktsignal-Ermittlungs- 
Einrichtung 2 gemafi einem Ausf uhrungsbeispiel der 
20 vorliegenden Erfindung gezeigt. 

Die Schaltungsanordnung 1 kann z.B. in ein Halbleiter- 
Bauelement eingebaut sein, z.B. in ein - auf CMOS-Technologie 
beruhendes - DRAM-Speicherbauelement (DRAM == Dynamic Random 
^5 Access Memory bzw. dynamischer Schreib-Lese-Speicher ) . 

Beim DRAM-Speicherbauelement kann es sich z.B. urn ein DDR- 
DRAM (DDR- DRAM = Double Data Rate - DRAM bzw. DRAM mit 
doppelter Datenrate) handeln. 

30 

Dieses weist zwei Taktanschliisse 3a, 3b auf, wobei - beim 
normalen Arbeits-Betriebs-Modus des DRAMs - an den ersten 
Taktanschlufi 3a ein - von einem externen Taktsignal-Geber , 
d.h. von aufien her stammendes - erstes Taktsignal CLK 
35 angelegt wird, und an den zweiten Taktanschlufi 3b - ebenfalls 
durch den externen Taktsignal-Geber - ein zweites Taktsignal 
/CLK. 
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Bei den beiden Taktsignalen CLK und /CLK handelt es sich z.B. 
urn sog. dif f erentielle, d.h. inverse Taktsignale: Immer dann, 
wenn z.B. das erste Taktsignal CLK von einem Zustand „logisch 
5 hoch" auf einen Zustand „logisch niedrig" wechselt, wechselt 
das zweite Taktsignal /CLK - im wesentlichen gleichzeitig - 
seinen Zustand von „logisch niedrig" auf „logisch hoch". 

Umgekehrt wechselt immer dann, wenn das erste Taktsignal CLK 
10 von einem Zustand „logisch niedrig" auf einen Zustand 

„logisch hoch" wechselt, das zweite Taktsignal /CLK - im 
wesentlichen gleichzeitig - seinen Zustand von „logisch hoch M 
<~ auf „logisch niedrig" . 

15 Die o.g. doppelte Datenrate (- gegenuber herkommlichen, nur 
ein einzelnes Taktsignal CLK verwendenden Bauelementen -) 
wird im DDR-DRAM dadurch erreicht, dass die jeweiligen Daten 
- innerhalb des DDR-DRAMs - nicht nur bei der ansteigenden 
Taktflanke eines Taktsignals (z.B. des o.g. Einzel- 

20 Taktsignals CLK) weitergeschaltet werden, sondern auch bei 

der abfallenden Flanke des Taktsignals CLK - d.h. doppelt so 
haufig, wie bei herkommlichen DRAMs mit Einzel- bzw. „single 
ended" - Taktsignal CLK. 

Wird das DDR-DRAM — statt im o.g., normalen Arbeits-Betriebs- 
Modus - in einem Test-Modus betrieben (bei welchem das DRAM - 
z.B. von einem speziellen, externen Testgerat 4 - getestet 
wird), werden die entsprechenden Taktsignale - statt vom o.g. 
externen Taktsignal-Geber - vom externen Testgerat 4 
30 angelegt . 

Dabei konnen vom Testgerat 4 entweder - den o.g. 
dif f erentiellen Taktsignalen CLK, /CLK entsprechende - 
dif f erentielle Test-Taktsignale CLK T , /CLK T ausgegeben werden 
35 (wobei z.B. uber eine erste Leitung 5a ein - dem o.g. ersten 
Taktsignal CLK entsprechendes - erstes Test-Taktsignal CLK T 
an den ersten Taktanschluss 3a angelegt wird, und z.B. uber 
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eine zweite Leitung 5b (in Figur 1 gestrichelt dargestellt ) 
an den zweiten Taktanschluss 3b ein - dem o.g. zweiten 
Taktsignal /CLK entsprechendes - (zum ersten, vom Testgerat 4 
angelegten Test-Taktsignal CLK T inverses) zweites Test- 
5 Taktsignal /CLK T ) . 

Alternatiy kann vom Testgerat 4 lediglich ein Einzel- bzw. 
„single ended"-Test-Taktsignal CLK T ausgegeben werden 
(entsprechend einem bei einem herkommlichen, nur ein 
10 einzelnes Taktsignal CLK („single ended^-Taktsignal) 

verwendenden Bauelement eingesetzten Einzel-Test-Taktsignal) . 
Dieses Einzel-Test-Taktsignal CLK T wird dann entsprechend wie 
in Figur 1 dargestellt iiber die o.g. erste Leitung 5a an den 
ersten Taktanschluss 3a des Bauelements angelegt - am zweiten 
15 Bauelement-Anschlufi 3b liegt dann kein (Test-) Taktsignal an* 



Durch die Verwendung eines Einzel-Test-Taktsignals CLK T 
(statt der o.g. zwei inversen, dif f erentiellen Test- 
Taktsignale CLK T , /CLK T ) konnen beim jeweils eingesetzten 
20 Testgerat 4 Testkanale eingespart werden, und/oder es kann 
zum Test eines (eigentlich) zur Verwendung dif f erentieller 
Taktsignale vorgesehenen DDR-DRAMs ein zum Test eines 
herkommlichen, ein Einzel-Taktsignal verwendenden Bauelements 
vorgesehenes Testgerat 4 verwendet werden (oder ein zu einem 
solchen Testgerat 4 entsprechend ahnliches - z.B. nur leicht 
umgebautes - Testgerat) . 

Mit der in Figur 1 gezeigten Schaltungsanordnung 1 
(insbesondere mit deren Taktsignal-Ermittlungs-Einrichtung 2) 
30 wird ermittelt, ob am Bauelement, insbesondere an dessem 

zweiten Taktanschluss 3b f das o.g. Taktsignal /CLK bzw. Test- 
Taktsignal /CLK T anliegt, oder nicht. 

Aus der Tatsache, dass am zweiten Taktanschluss 3b das o.g. 
35 Taktsignal /CLK bzw. Test-Taktsignal /CLK T anliegt, kann 
geschlossen werden, dass am Bauelement insgesamt - 
insbesondere an dessen Taktanschlussen 3a, 3b - 
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dif ferentielle Taktsignale anliegen (insbesondere das o.g. 
Takt- bzw. Test-Taktsignal CLK bzw. CLK T am ersten 
Taktanschluss 3a, und das o.g. - hierzu inverse - Takt- bzw. 
Test-Taktsignal /CLK bzw. /CLK T am zweiten Taktanschluss 3b). 

5 

Demgegenuber kann aus der Tatsache, dass am zweiten 
Taktanschluss 3b kein Taktsignal /CLK bzw. Test-Taktsignal 
/ CLKt anliegt, geschlossen werden, dass am Bauelement 
insgesamt ein Einzel-Taktsignal anliegt (insbesondere - am 
10 ersten Taktanschluss 3a . - das o.g. Einzel-Takt- bzw. Einzel- 
Test-Taktsignal CLK bzw. CLKt) . 

P Wird das DDR-Bauelement in Betrieb genommen (d.h. wechselt 
das Bauelement von einem Zustand „power of f M auf einen 

15 Zustand „power on") f wird die Schaltungsanordnung 1 

freigegeben. Hierzu wird an einer Leitung 6 ein „logisch 
hohes" Schaltungsanordnungs-Freigabe-Signal EN angelegt (bzw. 
das Schaltungsanordnungs-Freigabe-Signal EN wechselt seinen 
Zustand von „logisch niedrig" auf „logisch hoch") . 

20 

Des weiteren wird - ebenfalls bei Inbetriebnahme des DDR- 
Bauelements - der Zahlstand Z einer Zahl-Einrichtung 7 (hier: 
ein Dual-Zahler) auf einen Anfangswert (hier: einen 
Zahlstands-Anf angs-Wert Z 0 = 0) zuruckgesetzt . Hierzu wird an 
[5 einer Leitung 8 - kurzzeitig - ein „logisch hohes" Zahler- 
Rucksetz-Signal RESET angelegt (bzw. das Zahler-Ruckset z- 
Signal wechselt seinen Zustand von „logisch niedrig" auf 
^logisch hoch" (und dann wieder von „logisch hoch x> auf 
f/ logisch niedrig") ) . 



30 



35 



Die Zahl-Einrichtung 7 ist so aufgebaut f dass diese bei einem 
Zahlstand Z von „Null M (d.h. beim Zahlstands-Anf angs-Wert Zq 
= 0) ein „logisch niedriges x> Signal am Ausgang der Zahl- 
Einrichtung 7 ausgibt. 

Der Ausgang der Zahl-Einrichtung 7 ist uber eine Leitung 9 
mit dem Ausgang 10 der Schaltungsanordnung 1 verbunden (an 
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dem somit - ebenfalls - ein „logisch niedriges" Signal OUTPUT 
ausgegeben wird) . 

Aufler an den Ausgang 10 der Schaltungsanordnung 1 ist die 
Leitung 9 (und damit der Ausgang der Z^hl-Einrichtung 7) noch 
uber eine Leitung 11 an den Eingang eines Inverters 12 
angeschlossen. 

Wird - wie oben erlautert - nach Inbetriebnahme des DDR- 
Bauelements, und nach dem Zurucksetzen der Zahl-Einrichtung 7 
von dieser ein „logisch niedriges" Signal ausgegeben - und 
liber die Leitungen 9 und 11 an den Eingang des Inverters 12 
angelegt gibt dieser an seinem Ausgang ein invertiertes, 
d.h. „logisch hohes" Signal /OUTPUT aus. 

Das „logisch hohe" Signal /OUTPUT wird uber eine Leitung 13 
an einen ersten Eingang eines UND-Schalt-Glieds 14 angelegt, 
an dessen zweiten Eingang - uber die Leitung 6 - das o.g, 
Schaltungsanordnungs-Freigabe-Signal EN angelegt wird. 

Nur dann, wenn (- wie nach Inbetriebnahme des DDR- 
Bauelements, und Zurucksetzen der Zahl-Einrichtung 7 der Fall 
-) sowohl das - uber die Leitung 13 zugeftihrte - Signal 
/OUTPUT, als auch das - iiber die Leitung 6 - zugeftihrte 
Schaltungsanordnungs-Freigabe-Signal EN in einem Zustand 
„logisch hoch" sind, wird am Ausgang des UND-Schalt-Glieds 14 
ein „logisch hohes" Signal ausgegeben, welches uber eine 
Leitung 15 dem Gate eines n-Kanal-Feldeff ekttransistors 18 
zugeftihrt wird (hier: ein n-Kanal-MOSFET 18) . 

Wie in Figur 1 gezeigt ist, ist der Drain des n-Kanal- 
Feldef f ekttransistors 18 uber eine Leitung 19 an die 
Versorgungsspanriung angeschlossen, und die Source uber eine 
Leitung 20 an den Drain eines (weiteren, mit dem n-Kanal- 
Feldef fekttransistor 18 in Reihe geschalteten) n-Kanal- 
Feldef f ekttransistors 21 (hier: ein n-Kanal-MOSFET 21) . 
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Wird, wie oben erlautert, am Ausgang des UND-Gatters 14 ein 
„logisch hohes" Signal ausgegeben, wird der n-Kanal- 
Feldef f ekttransistor 18 ein- bzw. durchgeschaltet ; die 
Spannung an der Source des n-Kanal-Feldef f ekttransistors 18 
ist dann im wesentlichen gleich groB, wie die Spannung an 
dessen Drain (hier: GROUND-Potential) . 

Der Drain des n-Kanal-Feldef f ekttransistors 21 ist uber eine 
Leitung 22 an die - mit den n-Kanal-Feldeff ekttransistoren 
18 , 21 in Reihe geschaltete - (eigentliche) Taktsignal- 
Ermittlungs-Einrichtung 2 der Schaltungsanordnung 1 
angeschlossen, insbesondere an einen Anschluli 27 eines 
Dif f erenzverstarkers 24 . 

Das Gate des n-Kanal-Feldeff ekttransistors 21 ist mit einer 
Leitung 23 verbunden. Wird das DDR-Bauelement in Betrieb 
genommen (d.h. wechselt das Bauelement von einem Zustand 
„power off" auf einen Zustand „power on") , wird veranlasst, 
dass uber die Leitung 23 ein „logisch hohes" 
Dif ferenzverstarker-Freigabe-Signal ENdiff an das Gate des n- 
Kanal-Feldeff ekttransistors 21 angelegt wird. 

Liegt am Gate des n-Kanal-Feldeff ekttransistors 21 ein 
„logisch hohes" Dif f erenzverstarker-Freigabe-Signal ENdiff 
an, wird der n-Kanal-Feldeff ekttransistor 21 ein- bzw. 
durchgeschaltet; die Spannung am Drain des n-Kanal- 
Feldeff ekttransistors 21 - und damit die Spannung am 
Dif ferenzverstarker-Anschlufi 27 - ist dann im wesentlichen 
gleich grofi, wie die Spannung an der Source des n-Kanal- 
Feldeff ekttransistors 21, und damit - bei ebenfalls ein- bzw. 
durchgeschaltetem n-Kanal-Feldeff ekttransistor 18 - im 
wesentlichen gleich grofi, wie die Spannung an der Source des 
n-Kanal-Feldef f ekttransistor 18 (hier: GROUND-Potential) . 

In diesem Zustand ist der Dif f erenzverstarker 24 bzw. die 
Taktsignal-Ermittlungs-Einrichtung 2 „f reigegeben" , d.h. es 
wird durch den Dif f erenzverstarker 24 bzw. die Taktsignal- 
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Ermittlungs-Einrichtung 2 - auf die unten im Detail 
beschriebene Weise - ein Vergleich zwischen der Spannungshohe 
des Taktsignals /CLK bzw. Test-Taktsignals / CLK T , und der 
Spannungshohe einer Ref erenzspannung VREF durchgef uhrt . 

Liegt demgegenuber entweder am Gate des n-Kanal- 
Feldef f ekttransistors 21 und/oder am Gate des n-Kanal- 
Feldef f ekttransistors 18 statt einem „logisch hohem" ein 
„logisch niedriges" Signal an, ist der n-Kanal- 
Feldef f ekttransistor 21 und/oder der n-Kanal- 
Feldef f ekttransistor 18 ausgeschaltet bzw, gesperrt. 

Aufgrund des dann zwischen dem Drain und der Source des 
entsprechenden n-Kanal-Feldef f ekttransistors 18 bzw. 21 
auftretenden Spannungsabf alls liegt dann die Spannung an der 
Source des n-Kanal-Feldef f ekttransistors 21 - und damit die 
Spannung am Dif f erenzverstarker-Anschlufi 27 - ( zwangsweise) 
nicht mehr auf GROUND-Potential . 

Wie weiter unten genauer erlautert wird, kann in diesem 
Zustand durch den Dif f erenzverstarker 24 bzw. die Taktsignal- 
Ermittlungs-Einrichtung 2 kein der Darstellung unten 
entsprechender Vergleich der Spannungshohe des Taktsignals 
/CLK bzw. Test-Taktsignals /CLK T und der Spannungshohe der 
Ref erenzspannung VREF mehr durchgefiihrt werden; der 
Dif f erenzverstarker 24 bzw. die Taktsignal-Ermittlungs- 
Einrichtung 2 sind dann „gesperrt". 

Wie in Figur 1 gezeigt ist, weist der Dif f erenzverstarker 24 
zwei - parallelgeschaltete, symmetrische - n-Kanal- 
Feldef fekttransistoren 25a, 25b (hier: zwei n-Kanal-MOSFETs 
25a, 25b) auf, sowie zwei - als aktive Lasten fur den 
Dif f erenzverstarker 24 bzw. die n-Kanal- 

Feldef f ekttransistoren 25a, 25b fungierende - p-Kanal- 
Feldef f ekttransistoren 26a, 26b (hier: zwei p-Kanal-MOSFETs 
26a, 26b) . 
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Die Source des ersten n-Kanal-Feldef f ekttransistors 25a des 
Dif f erenzverstarkers 24 ist liber eine Leitung 28a an den 
Dif f erenzverstarker-Anschluli 27 angeschlossen (und damit an 
die Source des n-Kanal-Feldef f ekttransistors 21) . 

Auf entsprechende, symmetrische Weise ist auch die Source des 
zweiten n-Kanal-Feldef f ekttransistors 25b des 

Dif f erenzverstarkers 24 mit dem Dif f erenzverstarker-Anschluli 
27 verbunden (und damit mit der Source des n-Kanal- 
Feldef f ekttransistors 21) , und zwar uber eine Leitung 28b. 

Das Gate des ersten n-Kanal-Feldef f ekttransistors 25a ist 
uber eine Leitung 29a mit einem ersten Eingang des 
Dif f erenzverstarkers 24 verbunden, und das Gate des zweiten 
n-Kanal-Feldef f ekttransistors 25b uber eine Leitung 29b mit 
einem zweiten Dif f erenzverstarker-Eingang . 

Der zweite Dif f erenzverstarker-Eingang (Leitung 29b) ist uber 
eine Leitung 30 an den zweiten Taktanschluss 3b des DDR-DRAMs 
angeschlossen (an dem, wie oben erlautert, - im normalen 
Arbeits-Betriebs-Modus - das o.g. erste, dif f erentielle 
Taktsignal /CLK anliegt, oder - im Test-Modus - entweder 
(falls dif f erentielle Test-Taktsignale verwendet werden) das 
o.g* erste, dif f erentielle Test-Taktsignal /CLK T , oder (falls 
ein Einzel-Test-Taktsignal verwendet wird) kein (Test-Takt-) 
Signal) . 

An den ersten Dif f erenzverstarker-Eingang (Leitung 29a) wird 
die o.g. Ref erenzspannung VREF angelegt. Diese wird z.B, - 
mittels eines Spannungsteilers - aus der Versorgungsspannung 
gewonnen. Die Spannungshohe der Ref erenzspannung VREF ist - 
wie in Figur 2 gezeigt ist - konstant, und kann z.B. ca. die 
Halfte der Spannungshohe der Versorgungsspannung betragen. 

Demgegenuber wechselt - wie ebenfalls in Figur 2 gezeigt ist 
- die Spannung des gegebenenf alls am zweiten 

Dif f erenzverstarker-Eingang (Leitung 29b) anliegenden (Test-) 
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Taktsignals /CLK bzw. / CLK T in regelmaftigen zeit lichen 
Abstanden zwischen einem Spannungswert von 0V (Erd- 
Potential), und der Hohe der Versorgungsspannung (d.h. im 
wesent lichen dem doppelten Wert, wie die Spannungshohe der 
Referenzspannung VREF) - bzw. zwischen einem VMf von -AU C lk 
und + AUclk- 

Wieder bezogen auf Figur 1 ist beim Dif f erenzverstarker 24 
der Drain des zweiten n-Kanal-Feldef f ekttransistors 25b uber 
eine Leitung 31b mit dem Dif f erenzverstarker-Ausgang 
verbunden, welcher an eine Ausgangs-Leitung 36 angeschlossen 
ist . 

Die beiden Dif f erenzverstarker-Ausgange (Leitung 31a, und 
Leitungen 31b bzw. 36) sind -.auf an sich bekannte Weise - 
jeweils mit den oben bereits erwahnten, als aktive Lasten fur 
den Dif f erenzverstarker 24 bzw. die n-Kanal- 
Feldef f ekttransistoren 25a, 25b fungierenden p-Kanal- 
Feldef fekttransistoren 26a, 26b verbunden. 

Dabei ist der Drain des zweiten n-Kanal-Feldef f ekttransistors 
25b - uber eine Leitung 32b an den Drain des zweiten p-Kanal- 
Feldeff ekttransistors 2 6b angeschlossen. 

Auf entsprechende Weise ist der erste Dif f erenzverstarker- 
Ausgang (Leitung 31a) - und damit der Drain des ersten n- 
Kanal-Feldeff ekttransistors 25a - uber eine Leitung 32a an 
den Drain des ersten p-Kanal-Feldeff ekttransistors 26a 
angeschlossen . 

Die Source des zweiten p-Kanal-Feldeff ekttransistors 26b ist 
uber eine Leitung 33b und an eine Leitung 33c an die 
Versorgungsspannung angeschlossen; auf entsprechende Weise 
ist auch die Source des ersten p-Kanal-Feldeff ekttransistors 
26a mit der Versorgungsspannung verbunden (und zwar liber eine 
Leitung 33a, welche - ebenfalls - mit der an die 
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Versorgungsspannung angeschlossenen Leitung 33a verbunden 
ist) . 

Wie weiter aus Figur 1 ersichtlich ist, sind die Gates der 
beiden p-Kanal-Feldef f ekttransistoren 26a, 26b uber eine 
Leitung 34 miteinander verbunden, und uber eine Leitung 35 an 
die Leitung 32a angeschlossen (und damit an den Drain des 
ersten p-Kanal-Feldef fekttransistors 26a und den Drain des 
ersten n-Kanal-Feldef f ekttransistors 25a) . 

Durch die - als aktive, hochohmige Lasten fungierenden (auf 
die o.g. Weise geschalteten) - p-Kanal-Feldef f ekttransistoren 
26a, 26b wird erreicht, dass die beiden - symmetrischen - n- 
Kanal-Feldef f ekttransistoren 25a, 25b im Sattigungsbereich 
betrieben werden. 

Je grofier der Unterschied zwischen der Hohe der Spannung des 
an dem zweiten Dif f erenzverstarker-Eingang (Leitung 29b) 
anliegenden (Test-) Taktsignals /CLK bzw. /CLK T , und der Hohe 
der an dem ersten Dif f erenzverstarker-Eingang (Leitung 29a) 
anliegenden Ref erenzspannung VREF, desto hoher ist der durch 
den zweiten n-Kanal-Feldef fekttransistor 25b flieliende Drain- 
Strom I D ,b/ und desto geringer ist die Spannung am zweiten 
Dif ferenzverstarker-Ausgang : (Leitung 31b bzw. Ausgangs- 
Leitung 36) . 

Wie weiter in Figur 1 gezeigt ist, ist der (zweite) 
Dif ferenzverstarker-Ausgang (Leitung 31b bzw. Ausgangs- 
Leitung 36) uber eine Leitung 37 an die Source eines weiteren 
p-Kanal-Feldef f ekttransistors 38 angeschlossen, dessen Source 
uber eine Leitung 33d mit der Leitung 33a verbunden ist (und 
damit uber die Leitung 33c mit der Versorgungsspannung) , und 
dessen Gate mit einer Leitung 39 verbunden ist, an der - 
entsprechend wie am Gate des n-Kanal-Feldef fekttransistor 21 
das o.g. Dif f erenzverstarker-Freigabe-Signal ENdiff 
anliegt . 
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1st - wie z.B. nach der Inbetriebnahme des DDR-Bauelements 
der Fall - das Dif f erenzverstarker-Freigabe-Signal ENdiff 
„logisch hoch x \ ist der weitere p-Kanal-Feldeff ekttransistor 
38 ausgeschaltet bzw. gesperrt, d.h. hat keinen Einfluft auf 
5 die am zweiten Dif f erenzverstarker-Ausgang - Leitung 31b bzw. 
. Ausgangs-Leitung 36 - anliegende Spannung (stattdessen hangt 
diese dann, wie oben erlautert, vom Unterschied zwischen der 
Hohe der Spannung des an dem zweiten Dif f erenzverstarker- 
Eingang (Leitung 29b) anliegenden (Test-) Taktsignals /CLK 
10 bzw* /CLK T , und der Hohe der an dem ersten 
Dif f erenzverstarker-Eingang (Leitung 29a) anliegenden 
f Ref erenzspannung VREF ab) . 

9 

Liegt demgegeniiber am Gate des weiteren p-Kanal- 
15 Feldef f ekttransistors 38 (und dementsprechend auch am Gate 
des n-Kanal-Feldef f ekttransistors 21) statt einem „logisch 
hohem" ein „logisch niedriges" Signal an, wird der p-Kanal- 
Feldef f ekttransistor 38 ein- bzw. durchgeschaltet (und 
dementsprechend der n-Kanal-Feldef f ekttransistor 21 
20 ausgeschaltet bzw. gesperrt) . Die Spannung am zweiten 

Dif f erenzverstarker-Ausgang (Leitung 31b bzw. Ausgangs- 
Leitung 36) wird dann ( zwangsweise) auf Versorgungsspannungs- 
Potential gezogen. Die am zweiten Dif f erenzverstarker-Ausgang 
anliegende Spannung. hangt dann nicht mehr vom Unterschied 
^£5 zwischen der Hohe der Spannung des an dem zweiten 

Dif f erenzverstarker-Eingang (Leitung 29b) anliegenden (Test-) 
Taktsignals /CLK bzw. / CLKt, und der Hohe der an dem ersten 
Dif f erenzverstarker-Eingang (Leitung 29a) anliegenden 
Ref erenzspannung VREF ab; der Dif f erenzverstarker 24 bzw. die 
30 Taktsignal-Ermittlungs-Einrichtung 2 sind „gesperrt". 

Wie in Figur 1 weiter gezeigt ist, ist der zweite 
Dif f erenzverstarker-Ausgang (Leitung 31b bzw. Ausgangs- 
Leitung 36) liber eine Leitung 40 an den Eingang eines 
35 Inverter-Verstarkers 41 angeschlossen . Der Ausgang des 

Inverter-Verstarkers 41 ist uber eine Leitung 42 an eine 
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Leitung 43 angeschlossen, die mit dem Eingang der Zahl- 
Einrichtung 7 verbunden ist. 

Des weiteren ist die mit dem Inverter-Verstarker-Ausgang 
verbundene Leitung 42 - iiber eine Leitung 44a - mit einem 
weiteren Inverter-Verstarker 4 6 verbunden, der - iiber eine 
Leitung 4 4b - mit der Leitung 40 verbunden ist (und damit mit 
dem Eingang des Inverter-Verstarkers 41) . Der Ausgang des 
Inverter-Verstarkers 41 ist also - unter Zwischenschaltung 
des weiteren Inverter-Verstarkers 46 - an den Inverter- 
Verstarker-Eingang ruckgekoppelt . 

Jeder der Inverter-Verstarker 41, 4 6 besteht aus jeweils 
einem n- und einem p-Kanal-Feldef f ekttransistor, wobei die 
Source des jeweiligen n-Kanal-Feldef f ekttransistors jeweils 
an die Erde angeschlossen ist, und die Source des jeweiligen 
p-Kanal-Feldef f ekttransistors jeweils an die 
Versorgungsspannung . 

Die in den Inverter-Verstarkern 41, 4 6 verwendeten 
Feldef f ekttransistoren arbeiten also jeweils in Source- 
Schaltung, und verstarken die am jeweiligen Inverter-Eingang 
anliegende Eingangsspannung invertierend, wobei jeweils der 
eine Feldef f ekttransistor eines Inverter-Verstarkers 41, 46 
den Arbeitswiderstand fur den jeweils anderen 
Feldef f ekttransistor darstellt. 

Durch die o*g. Ruckkopplung - und eine entsprechende 
Dimensionierung des weiteren Inverter-Verstarkers 4 6 - wird 
hier (auf an sich bekannte Weise) erreicht, dass der Ein- und 
der Ausschalt-Spannungspegel des Inverter-Verstarkers 41 bzw. 
des Dif f erenzverstarkers 24 in Abhangigkeit von /CLK nicht 
zusammenf alien, sondern um eine Inverter-Verstarker- 
Schalthysterese AU e verschieden sind: 

Erst dann, wenn die Hohe der Spannung am zweiten 

Dif f erenzverstarker-Eingang 29b (/CLK) unter einen Wert U e ,aus 
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absinkt, wird der Inverter-Verstarker 41 „umgeschaltet" ; am 
Ausgang des Inverter-Verstarkers 41 liegt dann z.B. ein 
„logisch niedriges" Signal an (hier: das Erde-Potential) . 

Demgegenuber wird erst dann, wenn die Hohe der /CLK-Spannung 
. iiber einen Wert U e , e in ansteigt (und nicht bereits bei dem Wert 
U e ,aus) / der Inverter-Verstarker (wieder) „umgeschaltet" ; am 
Ausgang des Inverter-Verstarkers 41 liegt dann z.B. ein 
„logisch hohes" Signal an (hier: das Versorgungsspannungs- 
Potential) . Dabei ist U e , a us kleiner als U e , e in/ d.h. es gilt 
U e ,aus - U e ,ein = AU e (Schalthysterese des Dif f erenzverstarkers 
24) . 

Damit ergeben sich insgesamt - wie in Figur 2 veranschaulicht 
ist - fur die Taktsignal-Ermittlungs-Einrichtung 2 in Bezug 
auf die Hohe der Spannung des an dem zweiten 

Dif ferenzverstarker-Eingang (Leitung 29b) anliegenden (Test-) 
Taktsignals / CLK bzw. /CLK T , und die Hohe der an dem ersten 
Dif f erenzverstarker-Eingang (Leitung 29a) anliegenden 
Ref erenzspannung VREF f sowie die - hieraus resultierende - 
Hohe der Spannung am Ausgang des Inverter-Verstarkers 41 - 
unterschiedliche - obere und untere Schalt-Punkte 
(Taktsignal-Ermittlungs-Einrichtungs-Schalthysterese AU to tai) : 

Erst dann, wenn die Hohe der Spannung des an dem zweiten 
Dif ferenzverstarker-Eingang (Leitung 29b) anliegenden (Test-) 
Taktsignals /CLK bzw. /CLK T grofier ist, als die Hohe der an 
dem ersten Dif ferenzverstarker-Eingang (Leitung 29a) 
anliegenden Ref erenzspannung VREF, zuzuglich einer Hysterese 
AUi (d.h. erst wenn gilt 

/CLK > (VREF + AUi) 

(bzw. /CLK T > (VREF + AUi) ) , wird der Inverter-Verstarker 41 
„ausgeschaltet" (am Ausgang des Inverter-Verstarkers 41 liegt 
dann ein „logisch hohes" Signal an) . 
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Demgegenuber wird erst dann, wenn die Hohe der Spannung des 
an dem zweiten Dif f erenzverstarker-Eingang (Leitung 29b) 
anliegenden (Test-) Taktsignals /CLK bzw. /CLK T (wieder) 
kleiner ist, als die Hohe der an dem ersten 
5 Dif f erenzverstarker-Eingang (Leitung 29a) anliegenden 

Ref erenzspannung VREF, abzuglich einer Hysterese AU 2 (d.h. 
erst wenn gilt 



/CLK < (VREF - AU 2 ) 

10 

(bzw. /CLK T < (VREF - AU 2 ) ) , der Inverter-Verstarker 41 
(wieder) „eingeschaltet" (am Ausgang des Inverter-Verstarkers 
41 liegt dann ein „logisch niedriges" Signal an) . 

15 Dabei gilt fur die o.g. (Gesamt-) Schalthystere der 
Taktsignal-Ermittlungs-Einrichtung 2 : 



AUtotai = (VREF + AU1) - (VREF - AU 2 ) 

20 Wie bereits oben erlautert, wird das am Ausgang des Inverter- 
Verstarkers 41 anliegende Signal uber die Leitungen 42, 43 an 
den Eingang der Zahl-Einrichtung 7 angelegt. 

Jedesmal dann, wenn das auf den Leitungen 42 , 43 anliegende 
^5 Signal seinen Zustand von zunachst „logisch niedrig" auf 

„logisch hoch x \ und dann wieder zuruck auf „logisch niedrig >N 
andert, erhoht sich gemafl Figur 2 der - wie oben erwahnt bei 
Inbetriebnahme des DDR-Bauelements zunachst auf einen 
Zahlstand Z von „Null xx (d.h. einen Zahlstands-Anf angs-Wert Z 0 
30 = 0) zuruckgesetzte - Zahlstand Z der Zahl-Einrichtung 7 um 
„Eins" (d.h. bei der ersten negativen Taktflanke des (Test-) 
Taktsignals /CLK bzw. /CLK T wechselt der Zahlstand Z von 
„Null" auf „Eins x \ bei der nachsten negativen Taktflanke des 
(Test-) Taktsignals /CLK bzw. /CLK T von „Eins" auf „Zwei", 
35 etc.) 
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Durch die oben erlauterte Hysterese AU to tai der Taktsignal- 
Ermittlungs-Einrichtung 2 wird verhindert, dass bereits bei 
lediglich auf Storungen beruhenden, relativ kleinen 
Schwankungen zwischen der Hohe der Spannung des (Test-) 
5 Taktsignals / CLK bzw. /CLK T und der Hohe der an dem ersten 
Dif ferenzverstarker-Eingang (Leitung 29a) anliegenden 
Referenzspannung VREF der Inverter-Verstarker 41 - 
f alschlicherweise - umgeschaltet , und - f alschlicherweise - 
der Zahlstand Z der Zahl-Einrichtung 7 erhoht wird. 



Wie bereits oben erlautert, gibt die Zahl-Einrichtung 7 
zunachst (z.B. bei einem Zahlstand Z von „Null" (d.h. beim 

^ Zahlstands-Anfangs-Wert Z 0 = 0) ) ein „logisch niedriges" 

Signal am Ausgang der Zahl-Einrichtung 7 aus. Erst dann, wenn 

15 der Zahlstand Z einen vorbestimmten Zahlstands-Wert Z VO r 

erreicht, gibt die Zahl-Einrichtung 7 - statt einem „logisch 
niedrigen" - ein „logisch hohes" Signal aus, so dass dann 
auch das Signal OUTPUT am Ausgang 10 der Schaltungsanordnung 
1 seinen Zustand von „logisch niedrig" auf „logisch hoch" 

20 wechselt. 

Der vorbestimmten Zahlstands-Wert Z vor , bei welchem das am 
Ausgang der Zahl-Einrichtung 7 ausgegebene Signal seinen 
Zustand von „logisch niedrig" auf „logisch hoch" wechselt, 



15 kann z.B. zwischen „zwei M und „vierundsechzig" liegen (d.h. 2 
< Zvor < 64), insbesondere zwischen „acht" und 
„zweiunddreifiig" (d.h, 8 < Z VO r < 32), z.B. gleich „sechzehn" 
sein (d.h. Z vor = 16) . 

30 Jedesmal dann, wenn der Zahlstand Z urn „eins xx erhoht wird, 
wird davon ausgegangen, dass - wie in Figur 2 gezeigt ist - 
ein (weiterer) Einzel-Takt SI, S2, S3, S4 eines am zweiten 
Taktanschluss 3b anliegenden (Test-) Taktsignals /CLK bzw. 
/CLK T ermittelt worden ist. 



Erreicht der Zahlstand Z den o.g. vorbestimmten Zahlstands- 
Wert Z vor (ist also - wahrscheinlich - eine relativ hohe Zahl 



10 




35 
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(hier z.B. Z VO r = 16) an Einzel-Takten SI, S2, S3, S4 
ermittelt worden) , wird davon ausgegangen, dass am zweiten 
Taktanschluss 3b das (Test-) Taktsignal / CLK bzw. /CLK T 
anliegt (und damit am Bauelement insgesamt - insbesondere an 
5 dessen Taktanschlussen 3a, 3b - dif f erentielle Taktsignale 
(insbesondere das o.g. Takt- bzw. Test-Taktsignal CLK bzw. 
CLK T am ersten Taktanschluss 3a, und das o.g. - hierzu 
inverse - Takt- bzw. Test-Taktsignal /CLK bzw. /CLK T am 
zweiten Taktanschluss 3b) ) . 

10 

Dies wird - wie erlautert - dadurch angezeigt, dass das 
^ Signal OUTPUT am Ausgang 10 der Schaltungsanordnung 1 einen 

^ „logisch hohen" Zustand einnimmt. 

15 Bleibt demgegenuber der Zahlstand Z der Zahl-Einrichtung 7 
beim Zahlstands-Anf angs-Wert Zo = 0, oder bleibt der 
Zahlstand Z unter dem vorbestimmten Zahlstands-Wert Z VO rf wird 
davon ausgegangen, dass am zweiten Taktanschluss 3b kein 
(Test-) Taktsignal /CLK bzw. /CLK T anliegt (und damit am 

20 Bauelement insgesamt ein Einzel-Taktsignal (insbesondere - am 
ersten Taktanschluss 3a - das o.g. Einzel-Takt- bzw. Einzel- 
Test-Taktsignal CLK bzw. CLK T ) ) . 

Abhangig davon, ob ermittelt wird, dass ein Einzel-Takt- bzw. 
Einzel-Test-Taktsignal, oder dif f erentielle Takt- bzw. Test- 
Taktsignale am Bauelement anliegen, kann z.B. eine speziell 
fur Einzel-Taktsignale oder eine hiervon unterschiedliche 
speziell fur dif f erentielle Taktsignale ausgelegte Takt- 
Weiterleitungs-Einrichtung verwendet werden, die (tiber 

30 entsprechende Leitungen 45a, 45b) die entsprechenden, am 
ersten Taktanschluss 3a, oder am ersten und am zweiten 
Taktanschluss 3a, 3b anliegenden Taktsignale empfangt, und (- 
z.B. entsprechend re-timed, re-shaped und re-amplyfied -) an 
weitere im Bauelement vorgesehene Schalt-Einrichtungen 

35 weiterleitet . 
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Wird - wie oben erlautert, nachdem ermittelt wurde, dass am 
Bauelement dif f erentielle Taktsignale anliegen - von der 
Zahl-Einrichtung 7 ein „logisch hohes" Signal ausgegeben, 
wird dieses uber die Leitungen 9 und 11 an den Eingang des 
Inverters 12 weitergeleitet . 

Der Inverter 12 gibt dann an seinem Ausgang ein invertiertes, 
d.h. „logisch niedriges" Signal /OUTPUT aus. 

Dieses „logisch niedrige^V Signal /OUTPUT wird uber die 
Leitung 13 an den ersten Eingang des UND-Schalt-Glieds 14 
angelegt, an dessem Ausgang (d.h. an der Leitung 15) dann ein 
„logisch niedriges" Signal ausgegeben, und an das Gate des n- 
Kanal-Feldef f ekttransistors 18 gelegt. Hierdurch wird der n- 
Kanal-Feldef f ekttransistor 18 aus- bzw. abgeschaltet (d.h. 
nicht-leitend) - der Dif f erenzverstarker 24 bzw. die 
Taktsignal-Ermittlungs-Einrichtung 2 sind dann - entsprechend 
wie oben erlautert - „gesperrt" bzw. abgeschaltet. 

Dadurch wird verhindert, dass im normalen Betriebs-Modus - 
d.h. beim Anliegen dif f erentieller Taktsignale - ein unnotig 
hoher Stromverbrauch auftritt. 
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Patentanspruche 

1. Schaltungsaftojrdnung (1) , welche mindestens einen 
Anschluii (3:!;) aufweist, an welchen ein Taktsignal (/CLK, 
^'CLKt) arigelegt werden kann, 

dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schaltungsanordnung (1) auBerdem eine Taktsignal-Ermittlungs- 
Einrichtung (2) aufweist zum Ermitteln, ob am Anschluii (3b) 
ein Taktsignal (/CLK, /CLK T ) anliegt. 

2. Schaltungsanordnung (1), welche mindestens einen 
weiteren Anschluii (3a) aufweist, an welchen ein weiteres 
Taktsignal (CLK, CLK T ) angelegt werden kann, wobei durch das 
Ermitteln, ob am Anschluii (3b) ein Taktsignal (/CLK, /CLK T ) 
anliegt, ermittelt wird, ob an den Anschliissen (3a, 3b) 

dif f erentielle Taktsignale (CLK, CLK T ; /CLK, /CLK T ) anliegen, 
oder - am weiteren Anschluii (3a) , nicht aber am Anschluii (3b) 
- ein Einzel-Taktsignal (CLK, CLK T ) . 

3. Schaltungsanordnung (1) nach Anspruch 1 oder 2, welche 
eine Vergleichs-Einrichtung (24) aufweist zum Vergleich des 
am Anschluii (3b) anliegenden Signals, insbesondere des dort 
anliegenden Taktsignals (/CLK, / CLK T ) , mit einem 

Ref erenzsignal (VREF) . 

4. Schaltungsanordnung (1) nach Anspruch 3, bei welcher die 
Vergleichs-Einrichtung (24) einen Dif f erenzverstarker umfalit. 

5. Schaltungsanordnung (1) nach Anspruch 3 oder 4, bei 
welcher dann von der Vergleichs-Einrichtung (24) ein Impuls-, 
insbesondere ein Taktimpuls-Ermitt lungs signal ausgegeben 
wird, wenn der Pegel des am Anschluii (3b) anliegenden Signals 
einen vorbestimmten Pegel, insbesondere den Pegel des 

Ref erenzsignals (VREF) iibersteigt, oder unterschreitet . 

6. Schaltungsanordnung (1) nach einem der Anspruche 3 bis 
5, bei welcher von der Vergleichs-Einrichtung (24) dann ein 
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Impuls-, insbesondere ein Taktimpuls-Ermittlungssignal 
ausgegeben wird, wenn der Pegel des am AnschluB (3b) 
anliegenden Signals zunachst einen vorbestimmten, ersten 
Pegel (VREF + AUi) iibersteigt, und dann einen vorbestimmten, 
zweiten, vom ersten Pegel unterschiedlichen Pegel (VREF - 
AU 2 ) unterschreitet . 

7. Schaltungsanordnung (1) nach einem der Anspruche 3 bis 
5, bei welcher von der Vergleichs-Einrichtung (24) dann ein 
Impuls-, insbesondere ein Taktimpuls-Ermittlungssignal 
ausgegeben wird, wenn der Pegel des am AnschluB (3b) 
anliegenden Signals zunachst einen vorbestimmten, ersten 
Pegel unterschreitet, und dann einen vorbestimmten, zweiten, 
vom ersten Pegel unterschiedlichen Pegel iibersteigt. 

8. Schaltungsanordnung (1) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, welche zusatzlich eine Zahl-Einrichtung (7) 
aufweist, insbesondere zum Ermitteln der Anzahl der von der 
Vergleichs-Einrichtung (24) ausgegebenen Impuls-, 
insbesondere Taktimpuls-Ermittlungssignale . 

9. Schaltungsanordnung (1) nach Anspruch 8, bei welcher 
dann, wenn die von der Zahl-Einrichtung (7) ermittelte Anzahl 
(Z) der von der Vergleichs-Einrichtung (24) ausgegebenen 
Impuls-, insbesondere Taktimpuls-Ermittlungssignale groBer 
oder gleich einer vorbestimmten Anzahl (Z 0 ) ist, ermittelt 
wird, dass am AnschluB (3b) ein Taktsignal (/CLK, /CLK T ) 
anliegt . 

10. Halbleiter-Bauelement , welches mindestens eine 
Schaltungsanordnung (1) nach einem der Anspruche 1 bis 9 
aufweist . 

11. Halbleiter-Bauelement nach Anspruch 10, welches ein DDR- 
( Double Data Rate) Bauelement ist, insbesondere ein DDR- 
Speicherbauelement . 
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12. Halbleiter-Bauelement nach Anspruch 10, bei welchem das 
Speicherbauelement ein DRAM (Dynamic Random Access Memory) 
ist . 
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Zusammenf as sung 

Schaltungsanordnung mit Taktsignal-Ermittlungs-Einrichtung 

5 Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung (1), welche 
mindestens einen Anschluli (3b) aufweist, an welchen ein 
Taktsignal ( /CLK, /CLK T ) angelegt werden kann, wobei die 
Schaltungsanordnung (1) aulJerdem eine Taktsignal-Ermittlungs 
Einrichtung (2) aufweist zum Ermitteln, ob am Anschluli (3b) 
10 ein Taktsignal ( /CLK, / CLK T ) anliegt, oder ob am Anschluli 
(3b) kein Taktsignal ( /CLK, /CLK T ) anliegt. 




- Figur 1 - 



Zusamme n f a s sung 
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Bezugszeichen 

1 Schaltungsanordnung 

2 Taktsignal-Ermittlungs-Einrichtung 
5 3a Taktanschluss 

3b Taktanschluss 

4 Testgerat 

5a Leitung 

5b Leitung 

10 6 Leitung 

7 Zahl-Einrichtung 

8 Leitung 

9 Leitung 
10 Ausgang 

15 11 Leitung 

12 Inverter 

13 Leitung 

14 UND-Schalt-Glied 

15 Leitung 
20 16 Inverter 

17 Leitung 

18 n-Kanal-Feldef f ekttransistor 

19 Leitung 

20 Leitung 

^p5 21 n-Kanal-Feldef f ekttransistor 

22 Leitung 

23 Leitung 

24 Dif f erenzver starker 

25a n-Kanal-Feldef f ekttransistor 

30 25b n-Kanal-Feldef f ekttransistor 

26a p-Kanal-Feldef f ekttransistor 

26b p-Kanal-Feldef f ekttransistor 

27 Dif f erenzver star ker-Anschlufi 

28a Leitung 

35 28b Leitung 

, 29a Leitung 

29b Leitung 
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30 Leitung 

31a Leitung 

31b Leitung 

32a Leitung 

5 32b Leitung 

33a Leitung 

33b Leitung 

33c Leitung 

33d Leitung 

10 34 Leitung 

35 Leitung 

36 Ausgangs -Leitung 

37 Leitung 

38 p-Kanal-Feldef f ekttransistor 
15 39 Leitung 

40 Leitung 

41 Verstarker 

42 Leitung 

43 Leitung 
20 44a Leitung 

44b Leitung 

45a Leitung 

45b Leitung 

46 Verstarker 



